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１．概要（Summary） 

アルミ薄膜にて hp (half pitch) 50 nm L/S (line and 

space) パターンを形成できることを確認した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

高速電子ビーム描画装置(エリオニクス) 

電界放出形走査電子顕微鏡 （ S4800/FE-SEM 

HITACHI） 

化合物半導体エッチング装置(ICP-RIE) 

 

【実験方法】 

Siウェハ上に 10～50 nm厚のアルミを成膜し、希釈液

(ZEP-A)で重量比 (DR)1.9 にて希釈したレジス ト

(ZEP520A7)を塗布した。塗布はスピンコータ―にて回転

数 4000 rpmにて 60 秒間行い、180℃にて 3 分間ベー

クを行った。ベーク後、高速電子ビーム描画装置にて hp 

50 nm L/Sなどのパターンを描画し、現像液(ZED-50N)

にて 1 分間現像し、リンス液(ZMD-B)にて 30 秒間リンス

を行った後、化合物半導体エッチング装置にて塩素ガス

によるエッチングを行った。現像・リンス後や、エッチング

後のパターン断面形状を電界放出型走査電子顕微鏡に

て観察を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 Si ウェハ上に成膜した厚さ 37 nmのアルミ膜にレジスト

を塗布し、ベーク後の膜厚は 84 nm であることを確認し

た。その後、描画、現像、エッチングを実施し、得られたパ

ターン断面形状を電界放出型走査電子顕微鏡にて観察

した。得られた像を Fig. 1 に示すように、hp 50 nm L/S

パターンが形成されていることを確認した。 

 

 

 

Fig. 1 Cross-sectional image of an etched hp 50 nm 

L/S pattern. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

 本件は共同研究として(国)産業技術総合研究所のデバ

イス技術研究部門のご支援を頂きました。装置利用にあ

たり、産業技術総合研究所ナノプロセシング施設の佐藤

平道氏、川又彰夫氏の多大なご支援を頂きました。深く御

礼申し上げます。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 
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